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OEM:Valvo

Transistor 2N5416

SILIZIUM - PNP - TRANSISTOREN

mit hoher Sperrspannung,

flir Verstlirker-= und Schalter=

anvendungen

Mechanische Daten:
GehSuse: Metall, JEDEC T0-39,
5C3 DIN 41 BT)

Dar Kellaktor ist mit dem
Gehfuse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.
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Datasheet

Enrszdsten:

Kollektor=Sperrspanmng
Eollektor-Emitter-Sperrapannung
Eollektorstrom
Gesamtverlustleistung bei 3. 3 28
Gesamtverlustleistung bei '\:I 5 50%¢
Sperrschichttemperatur

Gleichestromverstiriung

bed ~U, = 10 V, I = 50 mA

Transit-Frequenz

bei =U__ = 10 V, =I

CE = 10 mA

c

[ o

2NB415 2N 5416
BAX. 200 B0 vV
BAX, 200 oo v
mAX. i A
BAX, 10 W
mAX, 1 W
mAX. 200 *c

30...180 30...1820

15 MH =
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OEM:Valvo

2 N 5415
2 N 5416

Absolute Grepzwerte: (giltig bis &

Kollektor-Sperrspannung bei l'I = Oy

Kollektor=-Emitter=Sperrspannung

bei ]B = 03
Fmitter-Sperrspanoung bei ]L‘ = 01
Kollektorstromi
Basisstromi
26 C:

50°C

Gesantverlustleistung bei &G

| Eat Pt

bei &,
Sperrechichttemperatur:
lagerungs temperatur:

Wlirmewiderstand:
gwischen Sperrschicht und GehBuse:
swischen Sperrschicht und Umgebung:
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Transistor 2N5416

Datasheet
)| 2 N S415 2 N 5416
-I.IEB g = max. 200 50 v
'UCE 0" max, 200 00 i
-UHB 0 = BAX 4 L] ¥
-Ic = mAX. 1 A
-1B = BAX. 500 1%
Ptat = BAX. 10 W

"
Ptﬂt = mAX, 1 .
&J = mAX. 200 L H
b = min. -65 *c
by = max, 200 "c
£
R = 17,5 K/W
th G
Repu = 150 K/W
15 M1 DO
Pt man
(w)
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OEM:Valvo Transistor 2N5416 Datasheet

2 N 5415
2N 5416

Kenmwertie: be i E-“ = 25°C 2 N B415 2 N 5416
Kellektor=-Rests trom ¢
bei II‘. = 0, -Ill':u = 176 Vi -I'.“ 0 : 50 BA
= - 2 f - 1]
bei II: 0, ll{'ﬂ- = 2B0 Vi lﬂl! 0 = 1 nA
Kellektor-Emitter-Reststrom ¢
bei ]n = 0, -Lﬂ: = 160 Vi -I{:H 0 : 50 .1
=1 = 2 f - =
bei 11:1 = 0, I'IZE 250 Vi I[Z'ri 0 L] BA
Fmitter<Restetrom <
i =1 = = 20
b i I': = 0, lEB = 4 ¥ II"-H 0 . pA
= =1l - 20
be i I{: 0, l[:'ﬂ = 6 V1 I};“ 0 = BA
Kollektor=Emitier=Durchbruchspannuang 5
i - I | P - . 2 3
bei [H-u. ll; 1] 50 mAs u{hﬁ}[‘.l:.ﬂ- o 00 v
Kollektor=Fmitter-Restspannung ¢ .
bei -]L‘ = 60 mA, -IH = 5 mA: -I.'m: ant 2,5 2,0 V
Bagisspannung ¢
bei =1 50 mA, =1, = 5 mA: =l 1,5 v
al =le ™ ' B ) BE sat
Gleichestromverstiirkang
bei =U__ = 10 ¥V, =1_ = 50 mA: il = 0,150 30...120
CE H
Kurzschlul-Stromverstirkung 5 .
be i -'..'“: = 10 V¥, -lf = 0 mAz 1] ] 25
Transit=Frequenz
bei -I.‘l_, .= 10 VW, -I{. = 10 mA 5
und [ = & MHz: ) '1 = 15 MHz
L |
Kollektorkapazitlit ¢ ,
=i = - = 15 '
bei t'lfl]. v, I, = O, f =1 MHz: l"c P
Emitterkapazi tit ¢ .
| - = C B F
bei UEH 0 max’ IC O, f = 1 MHz: . = P
Realieil der Eingangsimpedanz
bei =U = 10 V=1, = 5 mA
CE C
und f = 1 MHzs 1/854, s 300 a

Datasheet Rev. 1.0 — 10/20 — data without warranty / liability



